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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ДИ О Д Ы  ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ 

Осмоамие параметры

Semiconductor diodes. Bask parameters

ГОСТ
17465-80

Взамен
ГОСТ 16963— 71 

м ГОСТ 17465—72 
в части пп. 1— 12, 16— 22

Постамоапением Государственного комитета СССР по  стандартам от 2> августа 
1980 г, Н9 4471 ср ок ааедеиия установлен ^  ^  #^

Несоблюдение стандарта преспедуетса ао закону

1. Настоящий стандарт распространяется на вновь разрабаты­
ваемые и модернизируемые полупроводниковые диоды: выпрями­
тельные (кроме диодов Шоттки), импульсные, стабилитроны (ста- 
бнеторы), варикапы, диоды СВЧ, выпрямительные столбы и им­
пульсные диодные матрицы (сборки).

Стандарт устанавливает ряды и допускаемые сочетания значе­
нии основных' параметров. которые в табл. 1—17. отмечены 
знаком « +  ».

Допускаемые сочетания, отмеченные знаком «X» в табл. 1 — 11, 
15—17, предназначены для применении в устройствах специального 
назначения.

Приведенные в стандарте числовые значения параметров усы ­
новлены для нормальных климатических условий по ГОСТ 
16962-71.

Пояснения к терминам приведены в справочном приложении.
2. Основные параметры выпрямительных диодов.
2.1. Допускаемые сочетания значений основных параметров вы­

прямительных диодов должны соответствовать указанным в 
табл. I.

Издание официальное 
★

Перепечатка воспрещена

11ереи.ъ)апие. Сентябрь 196-1 г.
<& Издательство стандартов. 1984



Стр. 2 ГОСТ 17465—80

Таблица I

Постоянны!) прямой иди средни* 
прямой ток. А

Постоянное обратное напряжение. В

100 2 0 100 «00 КО 1(00 ICAO

0,10 + 4 4- 4 4-
ОД) — 4* X 4- X 4- X
0.50 -г 4 - + Лт 4- 4- 4-
0,70 + 4* *- 4- f 4-
1,00 + ♦ X 4- X 4- X

3,00 -1- 4- 4* 4- 4* 4 - •V
5.00 + 4- X X + X
7.00 + + 4* 4- 4 4- ь

10.00 X X X X Ь X

2 2 Значение предельной рабочей частоты должно выбираться 
из ряда: 1; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500 кГц. ■

2.3. Значение мощности импульсных перегрузок по обратному 
току для выпрямительных диодов должно выбираться из ряда: 
200; 1 000; 2 000; 5 000; 20 000; 50 000 Вт.

3. Основные параметры выпрямительных столбов
3.1. Допускаемые сочетания значений основных параметров 

выпрямительных столбов должны соответствовать указанным в 
табл. 2.

Г а б л и II а 2

Постсяпш.Ч) прямом мл* средой* 
прямой то*. мА

Импульсное обратное иля постоянно* 
• Обратное яяярявйНИР. кВ

2 4 6 < ю 16 23

10 4- 4- X 4- X 4- X
30 4" 4- 4- 4- 4- Ь 4-

100 X 4 - X 4- X 4 - X
300 4* 4- 4- г 4 - 4- 4-
500 X 4- X 4- X Ь X

1000 1- 4 - X 4 - X 4 - т

3.2. Максимальное значение частоты выпрямления выпрями­
тельных столбов должно выбираться из ряда:'1; 5; 10; 20; 50; 100; 
200; 500 кГц. * •
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4. Основные параметры импульсных диодов
4.1. Допускаемые сочетания значений основных параметров 

импульсных диодов должны соответствовать указанным в табл. 3.

Т 41 б .1 и а  а 3

С и * " 1* по ямоП
т о н . « А

В р с ч м  0  ОС СТАНОМ с и п я  о б р а т н о г о  с о п р о ти  к л е н к и . ВС

0.20 0.60 1.00 4.W 10.00 10X0 100 .'» «00.(0 iood .o j

О х 4 4 - 4 4 4 - V 4 4 -

5 4 T - r 4 - 4 - 4 - 4 - 4 *
■

10 X 4 4 T 4 - • 4 T 4 - *Т“

1 0 -f- 4 - + 4 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -

5 0 X X + 4 4 - 4 - 4 - 1- +

10 0 4 4 - 4 - 4 4 4 - - r 4 - Ч*
1

2 0 0 X 4 4 - 4 4 - 4 - 4 - 4 - T
>

5 0 0 4 . + 4 - 4 - 4 - 4 4 - 4 T

П р и м е ч а н и е .  Приборы с большим быстродействием характеризуются 
временем жизни неравновесных носителей заряда, которое выбирается из ряда. 
0.01; 0.02; 0.05; 0,10 нс.

4.2. Значение постоянного обратного напряжения 
диодов должно выбираться из ряда; 3; 5; 10; 20; 30; 50; 100. 200 о.

5 Допускаемые сочетания значений основных параметров ста­
билитронов (етабисторов) общего назначения должны соответство­
вать указанным в табл. 4.

Таблица 4

Дппускасмля
Н о м и н а л ь н о е  я а п р я ж е н и е  e r a  Си. а к а ц и я . В

p»cc«-n,icva* •мощность.
Br 0.7 1.4 1Л 2.1 3.4 2.7 3.0 M ЭЛ 3.9 т.З 4.7 5.1 5,*>

0.020
0.050
0,125
0.300
1,000
2.000
5.СС0

10.000

4
н

+
4-.L
4 -

5

1
+

!

4-
4
4-U
-i-

+
f
4-

f
T
4
X
1

4
4
4-

+
4
4
4
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4
+
4-

+
4
4
4
b

4
4
-1-

4
4
4
4
4
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4
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4
4
4
4
4
4
4
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4
4
4
4

4
4

4
4
4
X
-r

4
4-

4
4
4
4
4
4
4
4

4
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4
4

4
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4
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4
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Продолжение табл. 4

Допуск «смай 
рассеяки'мая
• М<МК1П«'II..

Вт

Поминально.' напряжение стабилизации, В

■>.а «>.я 7Л ЯД Я.1 11.0 И.0 12.0 1.1.0 15.0 1С.0 IK.U 20.Н К.0

0.020 4- -1- + + т ’+ + X 4- 4г 1 4 - о . 4- X
0,050 + 4 4- 4 - + 4- + 4- 4- 4- т 4- т
0.125 + + 4- + + 4- 4- 4- 4- X 4- f 4- 4-
0,300 + X + 4- -г 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- X
1 .00) 4- » + + X 4- + X 4- 4- 4- 4- 4- +
2.000 4- 4- + 4- 4- + f- 4- - г 4- 4- 4- 4- 4-
5,000 4- + -Г ■+■ + 4- 4 4 4- 4- - г т X

,  10.000 [ + + X 4- 4 X 4- 4- 4- -г- 1

Примечания:
1. Значения Номинального напряжения стабилизации более 22 Б выбирают 

умножением ряда напряжений от 2.4 до 22 В на 10 и 100.
2. Допускаемое отклонение номинального напряжения стабилизации должно 

соответствовать значениям: ±5; ±10%-
I

6. Допускаемые сочетания значений основных параметров пре­
цизионных стабилитронов должны соответствовать указанным 
в табл. 5.

Т а б л и ц а  5

ТеипсратурниЛ коэффициент
иворяжеина стабилизации

Змачмш* временной нестабильности напряжении 
стабилизации. Ч,

0.U0K a w  а о.адао 0.0U5O 0.0 ICC OjWOO ft<6W

0.0002 X 4* 4-
0.0005 + 4- 4- -4- + т 4-
0.C0I0 X 4- 4- 4- 4- 4 “Г
0.0020 4- 4 4- 4- 4- 4- 4-
0.0050 X 4- X 4- 4- 4-

7. Основные параметры варикапов
7.1. Допускаемые сочетания значений основных параметров 

варикапов при обратном напряжении б В должны соответствовать 
указанным в табл. 6.
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Допускаемое отклонение емкости должно быть в пределах 
±20% номинального значения.

7 2. Допускаемые сочетания значений основных параметров 
подстроечных варикапов при обратном напряжении 4 В должны 
соответствовать указанным в табл. 7 к 8.

Т а б л и ц а  7

Добротность
IIJ частоте

М МГц

Номинальная <« КОСТЬ. пФ

10 12 1S 1» 22 27 33 39 47 5в

150 4- + + + + 4 - + 4 - 4-

200 4- 4- 4- + + 4- 4- X 4 - +

250 4- 4- 4- 4 - . X 4- 4- 4- 4- X

зс о 4- 4- X - 4- 4- •г 4- 4- 4- +

400 X 4 - 4 4- 4- + 4- + 4 -

500 4- 4- 4 - 4 - »- 4- 4- 4 - 4-

600 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- +
700 4 - 4 - 4- 4- 4 - 4 - +
НСО 4 - 4- 4- - г 4- 4*.
91X1 + + т 4- + 4-

1020 4- 4* + + +

Допускаемое отклонение емкости должно быть в пределах 
±20% номинального значения.
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8 Допускаемые сочетания значений основных параметров на­
строечных СВЧ диодов должны соответствовать указанным в 
табл. 9.

П р и м е ч а н и е .  Допускаемый разброс номинальной смкос7и диола выби­
раемся из ряда: ±5; ±10; ±20%.
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9. Основные параметры смесительных СВЧ диодов
9.1. Допускаемые сочетания значений основных параметров 

смесительных СВЧ диодов должны соответствовать указанным в 
табл. 10.

Т а б л и ц а  10

9.2. Минимальная энергия выгорания должна выбираться из 
ряда: 0,10: 0,25; 0.50; 1,0; 2,5; 5,0; 10,0; 15,0; 20 эрг.

10. Основные параметры детекторных СВЧ диодов
10.1. Допускаемые сочетания значений основных параметров 

детекторных СВЧ диодов должны соответствовать указанным 
^•табл. 11.

Таблица 11

Тдпгспкиальлая 
■ ЧУ0СП>ШСЛ1ИССТ1.,

л Б • мВт

Длина волны измерения. СИ ■

0.1 О* 0.1 0.4 г.о 3.2

44 X
46 + + X
48 + +
50 + + + т
52 + + •t- - г X
54 + 4- + + Ч-
56 + + + “Г -Г 4
58 + + + 4 - X
60 + -г + + + +
62 + +■ + + + +
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10.2. Минимальная импульсная СВЧ рассеиваемая мощность 
должна выбираться из ряда: 0.025; 0,05; 0.10; 0.25; 0.5; 1.0; 2,5; 
5 Вт

li .  Основные параметры параметрических СВЧ диодов 
111 Допускаемые сочетания значений основных параметров 

параметрических диодов должны соответствовать указанным в 
табл. 12.

Т а б л и ц а  12

П остоянная аременм П|ж « п п р * * с * и и  
смешения минус 2 В. ис

0.10*
0.12
0.16
0.20
0.25*
0.30
0.40
0.50*
0.60
о.ко
1.00

Емкость перехода ПОИ иапряжеяяя 
С м е ш ени я  0. !>♦

0.01—0.015* 
0,01—0.04 
0.01-0.06 
0.01—о.зо 
0.01-0.10* 
0.01-0,50 
0.01—0.60 
0.01-0,70* 
0.01—0.80 
0.04—0 ДО 
0,10-1.00

* Предназначены для применения в устройствах специального назначения. 
П р и м е ч а н и е .  Допускаемый разброс емкости перехода диода одного ти­

па выбирается из ряда: * 5 ;  ±10; ±20; ±50; ±100%.
11.2. Значение постоянного обратного напряжения при норми­

рованном токе параметрических с в ч  ли°Дов должно выбираться 
из ряда: 4; 6; 8; 10; 12; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60 В.

12. Основные параметры СВЧ умножнтельных диодов 
12 I Допускаемые сочетания значений основных параметров 

умножнтельных СВЧ диодов должны соответствовать указанным 
в табл. 13.

Т а б л и ц а  13

Допускаема* рас-
сяиысиая
иошмость.

Вт

•Емкость переходя
1ФИ ИИП1УЯЖС-ННП смоШтяия

минус 6 В.
||ф

Допускаемая рас­
сей рвемая
мошвость.

Вт

Емкость перехода 
при напряжениисмешения 

минус 6 В. 
пФ_____

0.010*
0.016
0.025
0.040
0.060
0.100

0.03—0.05*
0.04—0.06
0.05-0.08
0.06-0.12
0.03—0.20
0.10-0,30

0.250*
0.400
одоо
0.600
0.800
1.000*

0.10—1.25* 
0.12-2.00 
0.Г2-2.20 
0,15-2.50 
0.15—ЗД0 
0.20—4.00*

0.100 0.10-0.60
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Продолжение rau.i. 13

Доптс.асмхя рлс- 
с.-наасмас 
ЫЩИМОСТК

Вг

Е м к о с т ь  п е р е хо д а  
п р и  iiaitpiiKvuaii 

СМуЧМЧ'Я||«
минус !> В. 

пф

ДОГУ С» .4  СИЛ Я PUC 
с гв в и с м и и
Ч»нД110,Т*.

B t

Емкости Ш'т'.хедл 
при папряны-нки 

ои-шеная 
минус и В. 

пФ

2.000 0 .5 0 -6 .00 8.0Э0 3.00—  8.00
3.000 1.00— 8.00 10.000 4 ,00-10.00
4.000 1 .2 5 -« Л 0 Ib.OCXI 5.00— 10.00
5.000» 1.60—адо- 25.000 6.00— 10.00
6.000 2 .0 0 -8 .00 40.000» 8.00— 10.00»

• Предназначены для применения в уаройояах специального назначения
П р и м е ч а н и е .  Допускаемый разброс емкости перехода диола одного ти­

на выбирается из ряда: ±5; ±10, =20: *50; *100%.

12.2. Значение предельной частоты умножнтсльных СВЧ дио­
дов выбирается из ряда: 40; G0; 100; 150; 200; 250; 320; 400; 500; 
600; 700; 800; 1000; 1200; 1500; 2000; 2500; 3000 ГГц.

13. Основные параметры ограничительных СВЧ диодов
13.1. Допускаемые сочетания значений основных параметров 

ограничительных ,СВЧ диодов должны соответствовать указанным 
в табл. 14.

Т а б л и ц а  14

Накопленный
мКл

Е м к о с т ь  с т р у к т у р ы . 
« Ф

Илкнтлст'ый
п м

Е м к о с т ь  с т р у к т у р ы .  
П О

*0.1* 0.01-0.1“ 10.0 0 .20 - 6.00
0,3 0.01-0.2 15.0 0.40-10.00
0.5 0.05-0,3 20.0 1.00- 10,00
1.0 0.10-0.60 25.0 1.G 0 -10.00
3.0 0.10—1.60 30.0 • 2.50-10.00»
5.0* 0.10-4.00»

* Предназначены для применения в ycipofteiaax сиециальноги назначения.

13.2. Допускаемая рассеиваемая мощность ограничительных 
СВЧ диодов должна выбираться из следующего ряда; 0.1; 0,15; 
0.25; 0.40; 0.60; 1,0; 1,5; 2.5 Вт.

14. Основные параметры переключательных СВЧ диодов
14.1. Допускаемые сочетания основных параметров СВЧ пере­

ключательных диодов должны соответствовать указанным в 
табл. 15.
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14.2. Значение критической частоты переключательных СВЧ 
Диодов должно выбираться из ряда: 20; 40; G0; 100; 150; 200; 250; 
300: 400; 500; (ИЮ; 700; 800; 1000: 1200; 1500 ГГц.

14.3. Допускаемый разброс номинальной емкости диода одного 
типа выбирается из следующего ряда: ± 5 ; =10; ±20: ±50; 
± 100% .

15. Основные параметры импульсных диодных матриц
15.1. Допускаемые сочетания значений основных параметров 

импульсных диодных матриц должны соответствовать указанным 
о табл. 16.

15.2. Значение времени восстановления обратного сопротивле­
ния импульсных диодных матриц должно выбираться из ряда: 
0,01; 0,02; 0,05; 0.10; 0,20; 0,50; 1,00; 4.00; 5.00; 10.00; 20,00; 
40,00; 100,00; 400.00; 1000,00 нс. При этом должно соблюдаться 
соотношение

/лр. и. m et ̂  (5 — 10) /пр. тох<

где I пр, и. mot— максимально допускаемый импульсный прямой 
ток;

/пр,то*— максимально допускаемый постоянный прямой 
ток.



C ip . 12 ГОСТ 17465—80

)6. Допускаемые сочетания значений основных параметров ла- 
винно-нролстных диодов дли усиления и генерирования электри­
ческих сигналов СВЧ должны соответствовать указанным в 
табл 17.

Т а б л и ц а  17

Диапазон рабочих частот, ГГц

Виг.лдм.:я *ст»ич*г».. В г
8—11 16- л ■7-18 ■л- 2I-S6 30 37 45-:И 'Л-ТП

0,02—0,03 X 4- 4-
0,04—0,06 X 4- + 4- 4-
0.08—0.10 Л- + 4- 4- 4- X
0.1 S—0,30 .4 4 ■г + -I.
0.40-0.50 ~г 4- 4- 4 4-
0.*0—1.00 • -t- + X -L. “Г
1*50—2,50 •4 4 4- 1- 4* т
З.СО—4.50 4- 4- т -4- X
5.00-7.00 -1. X 4- 4-
8.0 -12.00 Л. 4- 4-
15.0-20.0 + 4
25.0- 40.0 X

Примечания:
!. Значения мощности от 0.02 до 7,0 Вт даны для непрерывной, a or 8.0 

до 40,0 Вт— для импульсной мощности.
2. В интервале от 71) до 3<Х> ГГц диапазон рабочих частот н выходная мот 

ность уетанэвдквзкпея в стандартах и технических условиях на приборы кон­
кретных типов.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ
Справочное

Пояснения к терминам, относящимся к исстян^артизованным 
наименованиям групп приборов

Т ернии П&есисмис

Настроечный 
вый СВЧ диод

полупроводника- СВЧ полупроводниковый диод, прели i- 
значсиныА для настройки СВЧ цепей

Импульсная диодная матрица

Прецизионный стабилитрон

Совокупность полупроводниковых им- 
иульсных диодов, собранных в единую 
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